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演習：基礎 



ピンチオフ電圧 
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演習：３端子MOS構造 



チャネルに沿う電位 
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演習：４端子MOSトランジスタ 

の正方向とする。ドレイン方向がで、チャネルに沿ってソース端が xx 0



弱反転領域のゲート・スゥイング 
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演習：４端子MOSトランジスタ 



実効移動度 
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演習：４端子MOSトランジスタ 



ピンチオフ領域の長さ 
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演習：微細化による特性への影響 



ドレイン電荷QDとソース電荷QS 
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照強反転モデル簡単化されたソース参
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演習：QS (Quasi Static) 動作 



ゲート～ソース間容量Cgs 

9 

 
 2

,,
13

212













 ox

VVVS

G
gs C

V

Q
C

BDG

oSB
TGS

oxG QV
VV

WLCQ 























 0

2
'

1

1

3

2
1 








を示せ。が次式で表されることgsC

良い。）が小さい場合、近似がが大きく　（

：定数）の微分は無視（との　

　　

仮定

DSSB

BS

SB

T

SB

VV

VV

dV

dV

V

:

1
2

1

11

0

1






 




演習：低中間周波動作 



ドレイン～ゲート間容量Cdg 
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演習：高周波動作 


